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近年、エレクトロニクス材料として水素化物が注目されてい

る [1]。LaH3 などの希土類三水素化物は、バンド計算で半導体

と予想されているが [2]、これまでの実験では絶縁体と報告され

ている [3]。しかし、試料表面に形成しやすい絶縁体酸化物がイ

ントリンシックな電気伝導を妨げている可能性もある [4]。我々

は最近、酸化防止膜として in-situ Si3N4保護層を用いることによ

り、LaH3-δ エピタキシャル薄膜の半導体的な電気抵抗率の温度

依存性を観測した [5]。本研究では、光学測定により LaH3-δ エピ

タキシャル薄膜のバンドギャップを評価した。また、膜厚増加

による金属化も見出したので報告する。 

反応性マグネトロンスパッタ法により、La 金属ターゲットを

用い、基板温度 300 °C および Ar/H2 混合ガス 0.02 Torr (H2濃度: 

3.6 %)雰囲気中で、CaF2(111)単結晶基板上に LaH3エピタキシャ

ル薄膜 (膜厚 33 nm, 63 nm, 107 nm, 121 nm)を成膜した。その後、

室温で保護層として Si3N4 (5 nm)薄膜を in-situ 成膜した。X 線回

折測定とラマン散乱測定から、33 nm の試料は LaH3-δ であり、

既報と同様の半導体的な電気抵抗率を示した (Fig. 1)。光学測定

から、33 nm の試料はバンドギャップが 0.11 eV の間接半導体で

あることがわかった (Fig. 2)。一方、膜厚が増加すると、電気抵

抗率が減少し、121 nm の試料は金属的伝導を示し (Fig. 1)、バ

ンドギャップも消失した (Fig. 2)。ラマン散乱測定から、膜厚増

加に伴い水素量が減少したと考えられる。当日は、膜厚増加に

伴う組成・物性変化の詳細を議論する。 
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Fig. 1 Temperature dependence of 

electrical resistivity for LaHx epitaxial 

thin films (33, 63, 107, and 121 nmt). 
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Fig. 2 Optical absorption spectra for 

LaHx epitaxial thin films (33 and 121 

nmt). 
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